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Rezumat:
Invenţia se referă la tehnologia semiconductorilor şi poate fi utilizată pentru obţinerea materialelor electronicii semiconductoare.
Procedeul de obţinere a structurilor epitaxiale stratificate include creşterea succesivă a straturilor epitaxiale de diferiţi compuşi în

fluxuri de gaze corespunzătoare, după creşterea fiecărui strat suprafaţa de creştere se învăluie cu un flux de gaz inactiv până la
creşterea stratului următor.

Instalaţia pentru obţinerea structurilor epitaxiale stratificate conţine reactor cu camere de creştere a straturilor epitaxiale legate cu
tija, nod de fixare a substraturilor, mecanism de acţionare a camerelor de creştere a straturilor epitaxiale. Nodul de fixare a
substraturilor este executat în formă de poliţe plasate în ţevi situate una deasupra alteia la o distanţă ce nu depăşeşte lungimea
minimă de difuzie a moleculelor gazului utilizat.

Rezultatul tehnic constă în asigurarea posibilităţii de obţinere a structurilor epita xiale stratificate cu profil abrupt.
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